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１．概要（Summary） 

我々は医療機器向けMEMSデバイスの試作開発を行

っており、MEMS デバイスの微細加工として、京都大学

ナノテクノロジーハブ拠点の施設を利用して、シリコンのド

ライエッチング処理を行った。MEMS デバイスは、Fig. 1

のような Si と SiO2 の 2 つの材料から構成され、Si のみ

の部分的除去を行う。 

これまで問題なく加工できており、今回も同様方法で加

工を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

シリコン犠牲層ドライエッチングシステム 

 

【実験方法】 

Fig. 1の SiO2、Siから構成されるMEMSデバイスを

シリコン犠牲層ドライエッチングシステムにサンプルをセッ

トし、Si部分のみの除去加工を行った。最大 30秒/サイク

ル×255 を行い、除去される様子を顕微鏡にて確認し

た。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

顕微鏡で加工状態を観察しながら、Si が無くなるのを

確認し、装置からサンプルを取り出した。すべてのサンプ

ルで目的通りの Si部分のみの除去が行えた。 

今後も定期的に、シリコン犠牲層ドライエッチングシス

テムを使用した加工を行う予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし 

 

６．関連特許（Patent） 

なし 

 

Fig. 1 MEMS device etching process 


